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Aufgabe 4) Eigenleitungsdichte.

Berechnen Sie die Eigenleitungsdichte n;(T) fiir Si, Ge und GaAs bei T = 200, 300, 400
und 500 K.

Ergebnis:

T/K 200 300 400 500
n; / em™3 (Ge) 1,14 - 1010 1,49-10%3 6,13-10% 6,15-10%
n; / ecm=3 (Si) 3,13-10° 1,96 - 10%° 5,56 - 10*2 1,78 - 10
n; / cm~3 (GaAs) 4,19 4,75 -10° 5,75 - 10° 4,39 - 10
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